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AlGaN/GaN を用いたヘテロ構造電界効果トランジスタは、高耐圧、大電流動作が期待でき、開

発が活発に進められている。そのパワートランジスタにおいて特に縦型デバイスには、転位によ

る影響を抑制するため、基板に高品質のバルク GaN が用いられる。一方で、横型デバイスには、

高密度の貫通転位が AlGaN/GaN 結晶内に存在するものの、低コスト化の利点から Si 基板などが

しばしば用いられる。以前、我々はこの横型デバイスにおいてもドレイン電流や相互コンダクタ

ンスなどへの転位の影響があることを報告した[1]。今回、このデバイスへの転位の実態を結晶学

的観点から明らかにするため、ヘテロ構造電界効果トランジスタにおける AlGaN/GaN の HRTEM

像により歪解析を行ったので報告する。 

図 1 に AlGaN/GaN の HRTEM 像を示す。AlGaN/GaN 界面は明瞭に観察され、貫通転位と推定

される黒い線状のコントラストが確認された。画像処理によって鮮明にされた HRTEM 像を用い

て歪解析（幾何学的位相解析）を行い c 軸方向の歪分布を求めた。図 2 に歪分布を示す。これよ

り、GaN領域に対して AlGaN層に c軸方向に約 1.3%の圧縮歪が求められ、25%の Al含有量から

見積もられる歪に対して妥当な結果が得られた。さらに HRTEM像の AlGaN/GaN 界面から AlGaN

層に向かって形成されている転位のコントラストに対応する個所を歪分布と対応させることがで

きた。そこでは 1原子層が挿入あるいは欠落した積層欠陥に対応する歪（compressive/tensile）が c

軸方向に周期的に分布していることが確認された。 

                 

 

Fig.1 HRTEM image.             Fig.2 Strain map. 
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